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残影不良分析及改善对策研究

艾　雨∗,蒋学兵
(合肥鑫晟光电科技有限公司,安徽 合肥２３００１２)

摘要:通过对大量残影不良样品进行分析,找到了残影不良产生的原因,并基于分析结果设计了改善残影的实验.通过

分析发现:残影不良产生的原因是彩膜侧像素与黑矩阵之间的段差过大,在摩擦工程时段差过大区域形成了摩擦弱区,

摩擦弱区内的液晶分子配向较弱,导致不良产生.为降低残影不良进行实验,结果显示:在彩膜侧加覆盖层可以有效降

低残影不良的发生率,但不适用于量产;通过采用高预倾角的配向膜材料,同时控制配向膜工程到摩擦工程的时间,可使

残影不良发生率由２８．２％降低至０．２％,为企业的稳定高效生产奠定了基础.
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Analysisandresearchofslowcharging

AIYu∗ ,JIANGXueＧbing

(HefeiXinshengOptoelectronicsTechnologyCo．Ltd,Hefei２３００１２,China)

Abstract:Byanalyzingmassiveslowchargingsamples,thecauseofslowchargingwasfound,andon
thisbasis,experimentsweredesignedtoimprovethedefect．Theanalysisshowsthatthecauseofslow
chargingwasthelargealtitudevariancebetweencolorfilterpixelandblackmatrix,whichwouldcause
rubbingweakareainrubbingprocess．Theresultofexperimentsshowedthataddingovercoatoncolor
filtercouldobviouslydecreaseslowcharging,butitwasnotsuitableforproduction．Furthermore,by
usinghighpretiltanglepolyemid,andcontrollingdelaytimebetweenpolyemidprocessandrubbing
process,theslowchargingratiocouldbeeffectivelydecreasedfrom２８．２％to０．２％,layingthefounＧ
dationforastableandefficientproductionofenterprises．
Keywords:slowcharging;twistnematic;pretiltangle;panel

１　引　　言

　　笔记本电脑因其使用方便、重量轻、易携带等

优点,在人们的日常工作和生活中扮演着越来越

重要的角色.由于 TFTＧLCD具有轻、薄、节能等

特点,在显示领域中获得了广泛应用[１Ｇ５],目前笔

记本电脑普遍采用TN(TwistedNematic,扭曲向

列型)型 TFTＧLCD 作为显示面板.在 TN 型

TFTＧLCD的生产过程中,残影是一种较为常见

的不良,其表现形式和产生原因多种多样,对产品

品质有较大影响.



本文讨论的是发生于１３．７in(１in＝２．５４
cm)笔记本面板中的残影不良.其宏观表现是加

信号时面板的局部区域泛白,用显微镜观察可发

现泛白区域的像素在加信号时充电缓慢.通过分

析发现,残影的发生原因是彩膜侧像素与黑矩阵

之间的段差过大,在摩擦工程时段差过大区域形

成了摩擦弱区,摩擦弱区内的液晶分子配向较弱,
导致残影发生.

改善残影不良需从工艺和材料两个角度进

行:通过在彩膜基板上涂覆覆盖层(overcoat,OC
层),增加彩膜基板膜面的平坦度,可使残影不良

由２８．２％降低至３．８％,但会增加产品成本并影

响彩膜工厂产能;通过更换高预倾角的配向膜材

料,同时将产品从配向膜工程到摩擦工程的时间

控制在３０h以内,可将残影不良的发生率降低至

０．２％,有效解决了残影不良.

２　不良现象

本文所述残影的不良现象为在加信号时面板

的局部区域泛白,细看可见碎亮点,２s左右会消

失,不良图片如图１所示.

图１　不良现象

Fig．１　Defectphenomenon

３　不良产生原因分析

３．１　显微镜观察

加信号时在显微镜下观察面板的不良区域,
发现不良区域的像素长边充电缓慢,且充电缓慢

的严重程度按照绿色像素→红色像素→蓝色像素

的顺序依次减弱,不良现象随时间的变化如图２
所示.
３．２　像素段差测试

对彩膜侧像素与黑矩阵之间的段差进行测

图２　不良现象与时间关系

Fig．２　 Relationship between defectphenomenon
andtime

试,测试示意图如图３所示,测试结果如表１.由

表１可见,GreenＧL 对应的角段差最大,其次为

RedＧL,最小为 BlueＧL,角段差测试结果和残影发

生趋势一致.

图３　像素段差示意图

Fig．３　Schematicdiagramofpixelaltitudevariance

表１　段差测试

Tab．１　Altitudevariancemeasurement

CF侧像素段差测试

３．３　摩擦弱区影响

比较摩擦方向与彩膜侧黑矩阵偏移方向之间

的关系发现,不良样品黑矩阵都沿摩擦反向偏移,
正常样品黑矩阵都沿摩擦同向偏移,图４和图５
分别为摩擦方向的整体和局部示意图.

按压使黑矩阵人为产生偏移,当彩膜侧和阵

列侧摩擦弱区重合时,残影现象最重;两种弱区单

独影响时,无残影现象.
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图４　摩擦方向

Fig．４　Rubbingdirection

图５　摩擦方向

Fig．５　Rubbingdirection

３．４　预倾角与残影关系

用软件模拟预倾角大小与残影不良的关系,
保持其他软件模拟参数不变,仅考虑预倾角大小

对残影的影响.由表２可见,预倾角越大,像素边

缘漏光现象越轻,即残影现象越轻.

表２　预倾角与残影的关系

Tab．２　RelationshipbetweeenpretiltangleandslowcharＧ
ging

预倾角＝２ 预倾角＝４ 预倾角＝６

３．５　不良产生原理

由３．１~３．４的分析可知,残影不良产生的原

因是彩膜侧像素的段差过大,进行摩擦工艺时段

差位置形成了摩擦弱区,导致该位置的液晶分子

不能充分配向,加信号时即出现残影不良,不良产

生原理图如图６所示.

图６　不良原理图

Fig．６　Schematicdiagramofdefect

４　残影不良改善对策

４．１　彩膜侧增加覆盖层

在彩膜侧增加覆盖层,以减小彩膜侧像素段

差对摩擦弱区的影响,增加覆盖层的示意图如图

７所示.由图７可见,增加覆盖层后像素与黑矩

阵之间的段差减小了.

图７　增加覆盖层示意图

Fig．７　Schematicdiagramofaddingovercoat

增加覆盖层前后残影不良的发生率如表３所

示,由表３数据可见,在彩膜侧增加覆盖层可使残

影发生率大大降低;但在彩膜侧增加覆盖层的方

式增加了产品的生产成本,且影响了彩膜工厂的

产能,只能作为临时对策使用.

表３　残影发生率

Tab．３　Slowchargingratio

彩膜侧加覆盖层前后残影发生率比较

４．２　控制配向膜工程到摩擦工程的延迟时间

TFTＧLCD在 Cell段的生产工艺为:配向膜

工程→摩擦工程→对合工程→切割工程→检测工

程[６].在实际生产中发现,配向膜工程→摩擦工
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程的延迟时间(delaytime)对残影不良的发生率

有较大影响,如表４所示.
由表４可见,当延迟时间大于３０h时,残影

发生率普遍较高.为降低残影不良的发生率,在
实际生产中需要将配向膜工程→摩擦工程的延迟

时间控制在３０h以内.

表４　延迟时间与残影关系

Tab．４　RelationshipbetweendelaytimeandslowcharＧ

ging

延迟时间与残影发生率关系

４．３　采用高预倾角的配向膜材料

为了彻底改善残影不良,并保证量产性,采用

高预倾角的配向膜材料,并将配向膜工程→摩擦

工程的延迟时间控制在３０h以内,改善前后残影

不良的发生率如表５所示.
由表５可见,采用高预倾角的配向膜材料后

残影不良的发生率由２８．２％降为０．２％,得到了

显著改善.
表５　残影不良发生率

Tab．５　Slowchargingratio

改善前后残影不良发生率

考虑到更换配向膜材料对产品性能的影响,
进行了光学、信赖性和残像评价,并与同期量产品

进行了比较,表６为相关的评价项目.

表６　评价项目

Tab．６　Evaluationitems

序号 测试项目 测试条件 测试时间/h 测试结果

１ 高温高湿 ５０℃,８０％ ２４０ OK

２ 高温试验 ５０℃ ２４０ OK

３ 低温试验 －５℃ ２４０ OK

４ 高温储藏 ６０℃ ２４０ OK

５ 低温储藏 －２０℃ ２４０ OK

６ 热冲击 －２０~６０℃ １００cycle OK

７ 对比度 室温 Ｇ OK

８ 色温 室温 Ｇ OK

９ 透过率 室温 Ｇ OK

１０ 残像测试 室温 １６８＋１ OK

其中残像的测试条件为:２５ ℃、１６８h,７×５
棋盘格,经过高温老化室老化,冷却１h后切换到

L１２７画面,进行线残像和面残像评价[７Ｇ８],评价结

果如表７和表８.

表７　面残像

Tab．７　Areaimagesticking

面残像评价结果

表８　线残像

Tab．８　Lineimagesticking

线残像评价结果
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由表７和表８可见,线残像和面残像等级均

为L３以下,且与量产品相当,符合评价标准.

５　结果与讨论

残影不良的产生是由于彩膜侧像素的段差过

大,进行摩擦工艺时段差位置形成了摩擦弱区,导
致该位置的液晶分子不能充分配向,加信号时充

电缓慢,出现残影不良.
通过在彩膜侧增加覆盖层可以降低残影不良

的发生率,但会增加产品成本和影响彩膜工厂产

能,不具有量产性;通过使用高预倾角的配向膜材

料,同时控制配向膜工程到摩擦工程的延迟时间

在３０h以内,可使残影不良的发生率由２８．２％降

低为０．２％,是解决残影不良的有效方式.

６　结　　论

通过以上分析与实验可知,阵列侧和彩膜侧

的膜层段差会引起摩擦弱区,弱区内的液晶分子

不能充分配向,加信号时会出现残影不良.因此,
在设计 TN 型产品时,阵列侧和彩膜侧的膜层要

尽量避免出现大的段差,且使用的配向膜材料的

预倾角不能过低;同时,在产品生产时要控制配向

膜工程到摩擦工程的延迟时间,防止出现残影

不良.
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